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(57) Abstract: The invention relates to a light-emitting component (100), consisting of a light-emitting chip (110), which emits light
of a first wavelength, and with at least one conversion layer (130), which converts light of the first wavelength into light of at least a
second wavelength, characterized in that a homogenizing element (150) is provided between the light-emitting chip (110) and the
conversion layer (130), a surface of the homogenizing element (150) adjoining the light-emitting chip (110) and at least one further
surface of the homogenizing element (150) being contiguous to the conversion layer (130). The invention also relates to a method
for producing a light-emitting component (100).

(57) Zusammenfassung:
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WO 2016/146665 A2 | I TNRW AT T HRAF AU Ao

Veroffentlicht:

—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veroffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

Lichtemittierendes Bauelement (100), bestehend aus einem lichtemittierenden Chip (110), der Licht mit einer ersten Wellenlénge
emittiert, und mit mindestens einer Konversionsschicht (30), die Licht der ersten Wellenldnge in Licht mit mindestens einer
zweiten Wellenldnge konvertiert, dadurch gekennzeichnet, dass ein Homogenisierungselement (150) zwischen dem
lichtemittierenden Chip (110) und der Konversionsschicht (130) vorgesechen ist, wobei eine Oberfliche des
Homogenisierungselements (50) an den lichtemittierenden Chip (110) angrenzt und mindestens eine weitere Oberfliche des
Homogenisierungselements (150) an die Konversionsschicht (130) angrenzt. Verfahren zur Herstellung eines lichtemittierenden
Bauelements (100).
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LICHTEMITTIERENDES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES LICHTEMITTIERENDEN BAUELEMENTS

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein lichtemittierendes Rauelement so-
wie ein Herstellungsverfahren fir ein lichtemittierendes Bau-

element.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 103 835.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Es ist bekannt, weiles Licht mithilfe von Leuchtdioden zu er-
zeugen, indem Licht einer Leuchtdiode mit niedriger Wellen-
lange in einer Konversionsschicht zu Licht mit hoherer Wel-
lenlange konvertiert wird. Die Kombination des Lichtes mit
der niedrigen Wellenlange und des Lichtes mit der hdheren
Wellenldnge kann dabei so gewadhlt werden, dass sich insgesamt
weiBes Licht ergibt. Je weniger die Farbe des erzeugten
Lichts vom Betrachtungswinkel abhangt, umso homogener ist das
Licht. Je weniger die Farbzusammensetzung des Lichts vom Be-
trachtungswinkel abhangt, desto besser ist die Farbhomogeni-
tdt der Lichtquelle.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein lichtemittierendes
Bauteil zur Verfigung zu stellen, das eine verbesserte Farb-
homogenitat aufweist. Das bedeutet, dass das emittierte Licht
des Bauteils wenig vom Betrachtungswinkel abhangt. Diese Auf-
gabe wird mit einem lichtemittierenden Bauteil des Anspruchs
1 geldst. In den abhdngigen Anspriichen werden technische Aus-
gestaltungen des lichtemittierenden Bauelements beschrieben.
Im Anspruch 13 wird ein Verfahren zur Herstellung eines

lichtemittierenden Bauelements angegeben.

Ein lichtemittierendes Bauelement umfasst einen lichtemittie-
renden Chip, der Licht mit einer ersten Wellenldnge emit-

tiert. Eine Konversionsschicht, die Licht der ersten Wellen-
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lange in Licht mit mindestens einer zweiten Wellenldnge kon-
vertiert, ist oberhalb des lichtemittierenden Chips ange-
bracht. Zwischen dem lichtemittierenden Chip und der Konver-
sionsschicht ist ein Homogenisierungselement angebracht, das
sowohl an den Chip als auch an die Konversionsschicht an-
grenzt. Das Homogenisierungselement verbessert die Farbhomo-

genitdt des lichtemittierenden Bauelements.

In einer Ausfihrungsform weist der lichtemittierende Chip ei-
ne ebene Lichtaustrittsfldche auf. Dies bedeutet insbesonde-
re, dass keine Bonddrédhte auf der Lichtaustrittsflache ange-
bracht sind. Dadurch kann das Homogenisierungselement direkt
auf die Lichtaustrittsfldche aufgebracht werden. Eine Ab-

schattung durch Bonddrédhte wird so vermieden.

In einer Ausfihrungsform hat das Homogenisierungselement die
Form eines Quaders. Quaderfdormige Homogenisierungselemente
sind einfach herzustellen und stellen somit eine kostenglns-
tige Variante eines Homogenisierungselementes dar. Licht, das
durch die Seitenfldchen des quaderfdormigen Homogenisierungs-
elementes, das an diesen Seitenfldchen an eine Konversions-
schicht angrenzt, aus dem Bauelement austritt, legt in der
seitlichen Konversionsschicht einen ahnlichen Weg zurick wie
Licht, das das Bauelement durch die Konversionsschicht, die
dem lichtemittierenden Chip gegeniiber liegt, durch die Kon-
versionsschicht zurilicklegt. Dadurch wird ein &hnlicher Anteil
in beiden Fallen konvertiert, wodurch die Lichtfarbe homoge-

ner wird.

In einer Ausfihrungsform weist das Homogenisierungselement
mindestens eine ebene Oberfldche und eine konvexe Oberflache
auf. Dabei ist die ebene Oberfldche dem lichtemittierenden
Chip zugewandt. Auf der konkaven Oberflidche ist die Konversi-
onsschicht angebracht. Dadurch kann eine bessere Farbhomoge-

nisierung erreicht werden.

In einer Ausfiihrungsform weist das Lichthomogenisierungsele-

ment eine ebene und eine konkave Oberfldche auf. Die ebene
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Oberfldche ist dabei dem lichtemittierenden Chip zugewandt.
Die Konversionsschicht ist auf die konkave Oberfldche aufge-
bracht. Dadurch kann eine verbesserte Farbhomogenitat er-

reicht werden.

In einer Ausfihrungsform sind Oberfldchen des Homogenisie-
rungselementes, die vom lichtemittierenden Chip abgewandt
sind, mit einer Konversionsschicht bedeckt. Dadurch wird
Licht, das den lichtemittierenden Chip in einem groBlen Winkel
verlasst, und dadurch das Homogenisierungselement auf den
Seitenflédchen verlassen wirde, ebenfalls mit einer &hnlichen
Wahrscheinlichkeit konvertiert, wie Licht, das den lichtemit-
tierenden Chip eher senkrecht verlasst. Dadurch ist das Far-
be-iiber-Winkel-Verhalten des gesamten Bauelementes positiv
beeinflusst. In einer Ausfithrungsform besteht das Homogeni-
sierungselement aus Silikon, Epoxid, Glas, einer Keramik oder

es enthdalt ein Oxid.

In einer Ausfihrungsform enthdlt die Konversionsschicht Quan-
tenpunkte als Konversionsmaterial. Quantenpunkte sind gut ge-
eignet, um Licht einer niedrigeren Wellenlange in Licht mit

einer hoheren Wellenldange zu konvertieren.

In einer Ausfiihrungsform ist die Konzentration des Konversi-
onsmaterials der Konversionsschicht nicht konstant. Insbeson-
dere ist die Konzentration des Konversionsmaterials in der

Konversionsschicht, die dem lichtemittierenden Chip gegen-

iberliegt, grdBer, als die Konzentration des Konversionsmate-
rials in der Konversionsschicht an den Seitenfldchen des Ho-
mogenisierungselementes. Dadurch kdnnen die Konversionseigen-
schaften besser eingestellt werden und so eine bessere Farb-

homogenitdt erreicht werden.

In einer Ausfihrungsform enthalt das Homogenisierungselement
in einem Bereich zusatzlich Konversionsmaterial. Dadurch kann

die Farbhomogenitat verbessert werden.
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In einer weiteren Ausfiihrungsform ist ein Homogenisierungs-
element, das auch Konversionsmaterial enthdlt, auf Seiten,
die nicht dem lichtemittierenden Chip zugewandt sind, eben-

falls mit einer zusatzlichen Konversionsschicht bedeckt.

In einer weiteren Ausfiihrungsform besteht das Homogenisie-
rungselement aus einem fotostrukturierbaren Lack, der fir das
Licht der ersten Wellenladnge transparent ist. Transparent be-
deutet, dass die Transmission des Lichts der ersten Wellen-
ladnge durch das Homogenisierungselement groBer 90 Prozent,
bevorzugt gréBer 95 Prozent, besser noch groRer 98 Prozent

ist.

Zusatzlich wird ein Verfahren zur Herstellung eines licht-
emittierenden BRauelementes, bei dem das Homogenisierungsele-
ment aus einem fotostrukturierbaren, transparenten Lack be-

steht, angegeben.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden und klarer und deutlicher verstandlich im Zu-
sammenhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 ein lichtemittierendes Bauelement mit einem quader-

féormigen Homogenisierungselement;

Fig. 2 ein lichtemittierendes Bauelement mit einem Homoge-

nisierungselement in Form einer konvexen Linse;

Fig. 3 ein lichtemittierendes Bauelement mit einem Homoge-

nisierungselement in Form einer konkaven Linse;

Fig. 4 ein lichtemittierendes Bauelement mit einem quader-
formigen Homogenisierungselement und verschiedenen Konversi-

onsmaterialkonzentrationen in der Konversionsschicht;
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Fig. 5 ein lichtemittierendes Bauelement mit einem Licht-
homogenisierungselement, bei dem das Lichthomogenisierungs-

element auch Konversionsmaterial enthalt;

Fig. 6 eine Ubersichtszeichnung fiir einen ersten Zwischen-
schritt eines Herstellungsverfahrens eines Lichthomogenisie-

rungselementes aus einem fotostrukturierbaren Lack;

Fig. 7 einen Zwischenschritt eines Verfahrens zur Herstel-
lung eines lichtemittierenden Bauelementes mit einem Homoge-
nisierungselement aus fotostrukturierbarem Lack in der Drauf-

sicht; und

Fig. 8 eine Ubersichtszeichnung fir einen zweiten Zwi-
schenschritt eines Herstellungsverfahrens eines Lichthomoge-

nisierungselementes aus einem fotostrukturierbaren Lack.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch ein lichtemittierendes
Bauelement 100, bestehend aus einem lichtemittierenden Chip
110 mit einer Oberflache 111, die eine Lichtaustrittsflache
des lichtemittierenden Chips 110 ist, einer Konversions-
schicht 130, und einem Homogenisierungselement 150. Das Homo-
genisierungselement 150 ist dabei zwischen dem lichtemittie-
renden Chip 110 und der Konversionsschicht 130 angebracht,
und ist quaderformig. Ein quaderfdérmiges Homogenisierungsele-
ment 150 grenzt mit einer Seite 151 an die Lichtaustrittsfla-
che 111 des lichtemittierenden Chips 110 an. Eine Konversi-
onsschicht 130 grenzt an die weiteren Oberflachen des Homoge-
nisierungselements 150 an. Zwei Lichtstrahlen 170 und 171
treten aus dem lichtemittierenden Chip 110 aus. Der Licht-
strahl 170 tritt senkrecht zur Lichtaustrittsfldche 111 aus
dem lichtemittierenden Chip 110 aus, wahrend der Lichtstrahl
171 unter einem Winkel groBer als 45 Grad aus dem lichtemit-
tierenden Chip 110 austritt. Die Lichtstrahlen 170, 171
durchlaufen zuerst das Homogenisierungselement 150 und tref-
fen dann auf die Konversionsschicht 130. Im ersten Bereich

172, der dem lichtemittierenden Chip 110 gegeniiber liegt,
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wird ein Teil des Lichtstrahles 170 in der Konversionsschicht
130 konvertiert, sodass auBerhalb des Bauelementes 100 Licht
sowohl der ersten Wellenldnge, das aus dem lichtemittierenden
Chip 110 ausgetreten ist, und Licht mindestens einer zweiten
Wellenldnge, erzeugt durch die Konversionsschicht 130, wvor-
handen ist. Dasselbe gilt flir den zweiten Bereich 173, der an
eine Seitenflidche 155 des Homogenisierungselements 150 an-
grenzt, flir den zweiten Lichtstrahl 171. Der Weg, den die
Lichtstrahlen 170,171 durch die Bereiche 172,173 zuriicklegen,
ist dabei adhnlich, so dass ein adhnlicher Anteil des Lichts in
diesen Bereichen jeweils konvertiert wird. Dadurch ist das
Licht der beiden Lichtstrahlen 170,171 homogen, das bedeutet,
dass die Lichtfarbe gleich ist, egal ob man den Lichtstrahl
170 oder den Lichtstrahl 171 betrachtet. In einem Ausfih-
rungsbeispiel ist das Homogenisierungselement 150 quaderfor-

mig.

In einem Ausfihrungsbeispiel weist der lichtemittierende Chip
110 eine ebene Lichtaustrittsflache 111 auf. In einem weite-
ren Ausfihrungsbeispiel ist die Lichtaustrittsflache 111 des
lichtemittierenden Chips 110 nicht eben, sondern weist Un-
ebenheiten auf, die eine Streuung des Lichtes minimieren kon-

nen. Dadurch kann die Lichtausbeute erhdht werden.

Figur 2 zeigt den Querschnitt durch ein weiteres lichtemit-
tierendes Bauelement 100, das ebenfalls aus einem lichtemit-
tierenden Chip 110 mit einer Lichtaustrittsflache 111 be-
steht, sowie einer Konversionsschicht 130 und einem Homogeni-
sierungselement 150. Das Homogenisierungselement 150 weist
dabei eine ebene Oberflache 151, die der Lichtaustrittsfléache
111 zugewandt ist, und eine konvexe Oberflache 152 auf.
Dadurch hat das Lichthomogenisierungselement 150 die Form ei-
ner konvexen Linse, also einer Sammellinse. Wenn das Homoge-
nisierungselement 150 die Form einer Sammellinse hat, kann
damit das Licht des lichtemittierenden BRauelementes 100 auf
einen Punkt fokussiert werden, es wird also ein engerer Fokus

des Lichtes erreicht. Die konkave Oberfldche 152 des Homoge-
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nisierungselements 150 grenzt an die Konversionsschicht 130

an.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres lichtemit-
tierendes Bauelement 100, das aus einem lichtemittierenden
Chip 110 mit einer Lichtaustrittsfldche 111, einer Konversi-
onsschicht 130, sowie einem Homogenisierungselement 150 be-
steht. Das Homogenisierungselement 150 weist eine ebene Ober-
flache 151 auf, die der Lichtaustrittsflidche 111 zugewandt
ist. Die gegeniiberliegende Flache 153 des Homogenisierungs-
elementes 150 ist konkav geformt. Das Lichthomogenisierungs-
element 150 bildet also eine konkave Linse, also eine Zer-
streuungslinse. Dadurch kann wiederum ein anderer Lichtfokus
und eine andere Lichtabstrahlcharakteristik des elektroni-
schen Bauelementes 100 erreicht werden, verglichen mit einem
Lichthomogenisierungselement 150 in einer anderen Form. Die
Konversionsschicht 130 grenzt an die konkave Flache 153 und

an die Seitenflachen 155 des Homogenisierungselements 150 an.

In einem Ausfihrungsbeispiel sind alle Flachen des Lichthomo-
genisierungselementes 150 mit einer Konversionsschicht 130
bedeckt, sofern diese Oberfldchen nicht dem lichtemittieren-

den Chip 110 zugewandt sind.

In einem Ausfihrungsbeispiel weist das Homogenisierungsele-
ment 150 Silikon, Epoxid, Glas, eine Keramik, oder ein Oxid
auf. Wichtig flir die Materialwahl ist, dass das ausgewahlte
Material mdglichst transparent flur das Licht einer ersten
Wellenldnge ist. Die erste Wellenldnge ist dabei die Wellen-
lange, die vom lichtemittierenden Chip 110 emittiert wird.
Transparent bedeutet dabei, dass mindestens 90 Prozent, be-
vorzugt 95 Prozent, besser noch 98 Prozent des Lichtes, das
den lichtemittierenden Chip 110 verlasst, durch das Homogeni-

sierungselement 150 hindurchgeht.

In einem Ausfihrungsbeispiel enthdlt die Konversionsschicht
130 Quantenpunkte. Die Quantenpunkte dienen dabei als Konver-

sionsmaterial. Dabei wird das Licht einer ersten Wellenléange,
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das den lichtemittierenden Chip 110 wverlassen hat, und das
beispielsweise blaues Licht einer Wellenldnge im Bereich 425
bis 470 Nanometer sein kann, durch die Quantenpunkte absor-
biert. Es kann auch vorgesehen sein, dass das blaue Licht,
das von den Quantenpunkten absorbiert wird, eine Wellenlange
von 425 bis 450 Nanometer aufweist. Die dadurch angeregten
Quantenpunkte emittieren anschieBend ein Licht einer Wellen-
lange mit einer niedrigeren Energie, also ist die emittiere
Wellenldnge groBer. Dabei kénnen die Quantenpunkte so gewdhlt
werden, dass das Licht im gelben Bereich, also mit einer Wel-
lenldange um 590 Nanometer emittiert wird. Es ist auch mog-
lich, dass Licht weiterer Wellenldngen emittiert wird. Die
Addition der verschiedenen Lichtfarben mit verschiedenen Wel-

lenlangen ergibt dann weiBes Licht.

Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt durch ein lichtemittie-
rendes Bauelement 100, bestehend aus einem lichtemittierenden
Chip 110, einer Konversionsschicht 130, und einem quaderfdor-
migen Homogenisierungselement 150. Die Konversionsschicht 130
ist dabei aufgeteilt in zwei Bereiche 131, 132. Der erste Be-
reich 131 ist dabei auf der dem lichtemittierenden Chip 110
gegeniiberliegenden Seite des Homogenisierungselementes 150
zugewandt. Die zweiten Bereiche 132 befinden sich an den vier
Seitenflachen 155 des Lichthomogenisierungselementes 150. Die
Konzentration des Konversionsmaterials in der Konversions-
schicht 130 kann dabei fir den ersten und zweiten Bereich
131,132 unterschiedlich sein. Insbesondere kann die Konzent-
ration des Konversionsmaterials im ersten Bereich 131 groBer
sein als die Konzentration des Konversionsmaterials im zwei-
ten Bereich 132. Durch geeignete Auswahl der Konzentrationen
des Konversionsmaterials in den Bereichen 131,132 kann die
Farbhomogenitat des lichtemittierenden Bauelements 100 ver-

bessert werden.

Figur 5 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel des lichtemittierenden Bauelements 100. Das
lichtemittierende Bauelement 100 besteht dabei aus einem

lichtemittierenden Chip 110, einer Konversionsschicht 130,
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sowie einem quaderfdrmigen Homogenisierungselement 150. Die
Konversionsschicht 130 ist wieder in zwei Bereiche 131, 132
aufgeteilt, wobei die Konzentration des Konversionsmaterials
in den beiden Bereichen 131, 132 unterschiedlich ist. Die
Konversionsschicht 130 grenzt dabei an die Seitenfldachen 155
und die dem lichtemittierenden Chip 110 gegeniliberliegende
Oberfldache 154 des Homogenisierungselements an. Das Homogeni-
sierungselement 150 weist unterschiedliche Bereiche 160 und
161 auf. Die Bereiche 160,161 sind dabei so angeordnet, dass
sie jeweils an den lichtemittierenden Chip 110 und die Ober-
flache 154 angrenzen. Die Bereiche 160,161 liegen dabei ab-
wechselnd nebeneinander, so dass das Homogenisierungselement
150 aus verschiedenen kleineren Quadern zusammengesetzt ist,
die jeweils die Bereiche 160,161 ausfiillen. Die ersten Berei-
che 160 enthalten dabei kein Konversionsmaterial. In den
zweiten Bereichen 161 enthalt das Lichthomogenisierungsele-
ment Konversionsmaterial. Dabei hat das Konversionsmaterial
im Bereich 161 des Homogenisierungselementes 150 wiederum ei-
ne andere Konzentration, als das Konversionsmaterial in den
Bereichen 131 und 132 der Konversionsschicht 130. Dadurch,
dass ein Teil des Lichts, das den lichtemittierenden Chip 110
mit einer ersten Wellenldnge verlédsst, bereits im Homogeni-
sierungselement in Licht mit mindestens einer zweiten Wellen-
ladnge konvertiert wird, kann das Farbe-iiber-Winkel-Verhalten,
also die Lichthomogenitat des gesamten Bauelementes 100 ver-

bessert werden.

In einem Ausfihrungsbeispiel sind nicht alle Oberflachen des
Homogenisierungselementes 150, die nicht zum lichtemittieren-
den Chip 110 zeigen, mit einer Konversionsschicht 130 be-
deckt.

In einem Ausfihrungsbeispiel besteht das Homogenisierungsele-
ment 150 aus einem fotostrukturierbaren, transparenten Lack.
Transparent bedeutet in diesem Fall, dass Licht der ersten
Wellenldnge, die den lichtemittierenden Chip 110 verléasst,
von der Lackschicht, also dem Homogenisierungselement 150,

moéglichst wenig absorbiert wird. Das bedeutet insbesondere,
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dass mindestens 90 Prozent, bevorzugt 95 Prozent, besser noch
98 Prozent des emittierten Lichts der ersten Wellenlange
durch den fotostrukturierbaren Lack hindurchgeht und nicht
absorbiert wird. Die Herstellung des Homogenisierungselemen-
tes 150 aus fotostrukturierbarem Lack ist vorteilhaft, weil
dadurch komplexe Strukturen des Homogenisierungselementes
sehr einfach erzeugt werden kdnnen. Insbesondere ist es sehr
einfach méglich, quaderfdrmige Homogenisierungselemente zu

erzeugen.

Figur 6 zeigt einen Querschnitt durch ein Zwischenprodukt bei
der Herstellung eines lichtemittierenden Bauelementes, bei
dem das Homogenisierungselement 150 aus fotostrukturierbarem
Lack besteht. Ein lichtemittierender Chip 110 befindet sich
auf einem Trager 112. An den lichtemittierenden Chips 110
grenzt ein Homogenisierungselement 150 an, das aus transpa-
rentem, fotostrukturierbarem Lack besteht. Auf beiden Seiten
des lichtemittierenden Chips 110 und des Homogenisierungsele-
mentes 150 befindet sich ein erster Bereich210 aus fotostruk-
turierbarem Lack. Dabei war urspringlich der gesamte Chip mit
dem fotostrukturierbaren Lack bedeckt, im zweiten Bereich 211
wurde der fotostrukturierbare Lack nicht ausgehartet, wahrend
er in den Bereichen 210 und 212 ausgehédrtet wurde. Nach Her-
auslosen des nicht ausgehdrteten fotostrukturierbaren Lacks
aus den Bereichen 211 entstehen an dieser Stelle Graben im
fotostrukturierbaren Lack. Im ersten Bereich 210 des fo-
tostrukturierbaren Lacks dient dieser als Barriere fir das
Auftragen der Konversionsschicht. Im dritten Bereich 212 des
fotostrukturierbaren Lacks dient dieser als Homogenisierungs-
element 150. Die Graben im zweiten Bereich 211 des fotostruk-
turierbaren Lacks koénnen nun mit Konversionsmaterial gefiillt
werden, aulerdem kann auf der Oberfliche 154 des Homogenisie-
rungselementes 150 ebenfalls eine Konversionsschicht aufge-
bracht werden. Dadurch ist es mit sehr einfachen Methoden,
insbesondere mit vorhanden Methoden zur Fotostrukturierung
von Halbleiteroberfldchen, moéglich, quaderformige Lichthomo-
genisierungselemente 150 auf einem lichtemittierenden Chip

110 zu erzeugen.
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Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf denselben Zwischenschritt
des Herstellungsverfahrens eines lichtemittierenden Bauele-
ments mit einem Konversionselement wie in Figur 6. Zu sehen
ist von oben das Lichthomogenisierungselement 150, der Be-
reich 210, an dem der fotostrukturierbare Lack stehengeblie-
ben ist, und der Graben 211, der dann mit Konversionsmaterial

aufgefliillt werden kann.

Figur 8 zeigt das lichtemittierende Rauelement aus Figur ©
nach dem nadchsten Schritt, also dem Aufbringen der Konversi-
onsschicht 130. Ein lichtemittierender Chip 110 mit Lichtaus-
trittsflache 111 ist auf einem Trager 112 angeordnet. Der
erste Bereich 210 des fotostrukturierbaren Lacks ist ausge-
hartet und bildet eine Barriere. Der dritte Bereich 212 des
fotostrukturierbaren Lacks ist ausgehartet und bildet das Ho-
mogenisierungselement 150. In den zweiten BRereichen 211 des
fotostrukturierbaren Lacks, die nicht ausgehdrtet wurden und
die anschlieBend herausgeldst wurden, und an die Oberflédche
154 anliegend ist die Konversionsschicht 130 auf das Rauele-
ment aufgebracht. Da die Lackschicht in den ersten Bereichen
210 transparent ist, kann diese beim fertigen lichtemittie-

renden Bauelement weiter vorhanden bleiben.

Es sind auch weitere, nicht gezeigte Ausfihrungsbeispiele fir
Homogenisierungselemente, die sich zwischen dem lichtemittie-
renden Chip und der Konversionsschicht befinden, denkbar, oh-

ne den Schutzbereich der Erfindung zu verlassen.
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PATENTANSPRUCHE

Lichtemittierendes Bauelement (100), bestehend aus einem
lichtemittierenden Chip (110), der Licht mit einer ersten
Wellenldnge emittiert, und mit mindestens einer Konversi-
onsschicht (130), die Licht der ersten Wellenlange in
Licht mit mindestens einer zweiten Wellenlange konver-
tiert, dadurch gekennzeichnet, dass ein Homogenisierungs-
element (150) zwischen dem lichtemittierenden Chip (110)
und der Konversionsschicht (130) vorgesehen ist, wobei
eine Oberfldche des Homogenisierungselements (150) an den
lichtemittierenden Chip (110) angrenzt und mindestens ei-
ne weitere QOberfldche des Homogenisierungselements (150)

an die Konversionsschicht (130) angrenzt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach Anspruch 1, wo-
bei der lichtemittierende Chip (110) eine ebene Licht-

austrittsflache (111) aufweist und die Lichtaustrittsfla-
che (111) des Chips (110) an das Homogenisierungselement

(150) angrenzt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Homogenisierungselement

(150) quaderféormig ist.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Homogenisierungselement
(150) mindestens eine ebene Oberfldche (151) und eine
konvexe Oberflache (152) aufweist und die ebene Oberfla-

che (151) an den lichtemittierenden Chip (110) angrenzt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Homogenisierungselement
(150) mindestens eine ebene Oberfldche (151) und eine
konkave Oberflache (153) aufweist und die ebene Oberfla-
che (151) an den lichtemittierenden Chip (110) angrenzt.
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Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei Oberfldchen des Homogenisie-
rungselementes (150), die vom lichtemittierenden Chip
(110) abgewandt sind, mit der Konversionsschicht (130)
bedeckt sind.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Homogenisierungselement
(150) Silikon, Epoxid, Glas, Keramiken oder ein Oxid ent-
halt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei die Konversionsschicht (130)

Quantenpunkte als Konversionsmaterial enthalt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei eine Konzentration eines
Konversionsmaterials in der Konversionsschicht (130), die
an die dem lichtemittierenden Chip (110) gegenliberliegen-
de Seite des Homogenisierungselements (150) angrenzt,
groRer ist als eine Konzentration eines Konversionsmate-
rials in der Konversionsschicht (130), die an die Seiten-
flachen (155) des Homogenisierungselementes (150) an-
grenzt, die dem lichtemittierenden Chip (110) nicht ge-

geniberliegen.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das an den lichtemittieren-
den Chip (110) angrenzende Homogenisierungselement (150)
mindestens zwel Bereiche (160,16l1) aufweist, wobei min-
destens ein Bereich (161) Konversionsmaterial enthdlt und
mindestens ein Bereich (160) kein Konversionsmaterial

enthalt.

Lichtemittierendes Bauelement (100) nach Anspruch 10, wo-
bei das Homogenisierungselement (150) an Oberflachen, die
vom lichtemittierenden Chip (110) abgewandt sind, an eine

weitere Konversionsschicht (130) angrenzt.
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Lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Homogenisierungselement
(150) aus einem fotostrukturierbaren Lack besteht, der

flir das Licht der ersten Wellenlange transparent ist.

Verfahren zur Herstellung eines lichtemittierenden Bau-
elements (100) nach Anspruch 12, wobei der lichtemittie-
rende Chip (110) und ein angrenzender Bereich mit einem
fotostrukturierbaren, transparenten Lack bedeckt wird,
wobei der Lack so belichtet wird, dass der Lack direkt
Uber dem lichtemittierenden Chip (110) und mit einem Ab-
stand, der so groB ist wie die Dicke der Konversions-
schicht (130), aushéartet, wobei der ausgehdrtete Lack
oberhalb des lichtemittierenden Chips (110) das Homogeni-
sierungselement (150) bildet, wobei anschliellend der
nicht ausgehédrtete Lack entfernt wird und anschlieBend
die Konversionsschicht (130) auf die Lackstruktur aufge-
bracht wird.
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